
Press Release 

 1 / 7 

ვᆑ๐ӱᇌᆪऎॺೄवՒऎॺೄवՒଽࣴੱࡱೄव 

 

2024 Ⴉ㕱1 ଈ㕲㕶႘ 

ሇၗ २ࡔ 

 

 

 

ժଞ֭ؒبיի 

ՔႨ

�¨

ஸփ( (ׯ ຎถבዛ֘ؓؠק

 ಲආ֖֞Փב൩㕱）༳ଅ൩ჰ֭ถؕכ
Քμm ֭ჂྙྖבևཨՔ॒ࣙፚ֪ࡰြ༥֘ઇੵؘף،֭ 14 ໖൩ᄖ၏֭༳

ଅ൩ჰຕลਙട֪୶֞౪בಘ֖֞Փ 
Քؕכؓؠק- ֭ମଅஓ່֭ᇀื֊Ւഌ֪֩փਊ໋ଅ൩ஓ່בዛ֘ؓؠק

 ၜ֞Փבଅऐಘ௪֘ב൩֭ถؕכ
 
ժଞॗጅի 

ଽࣴ་ॺ་ॺࢇॺଞऎ֭ཨྭ ጫ ੱ೨Ւಶ አਵ ൃੱ֭ଞؠץ՛،

֮Ւഌຎถב་֎ྖև֞ 50% ዛ֘בஸփຎถ֥׀එ֭ઇࡒ 14 ໖כؓؠק

ؕ༳ଅ൩（ؠؘע״؉ם）ჰ֭ຕล֪ถୱֽ֖֖֞Փ 
֧֘׀֮֗בبר؟  14 ໖ଭຍ֮ฌैׁ֦ঊዿ֥֔փᄖ၏ఔፍ֦֣֭ࡴ

ցՒؓ՛בبמ؊ֿ२ගሇശጫ৯֪ᆊईଁ֭ྖ々་ਊኟആูष᎓（ULSI ）

בഞ֘ጉဃཕ֭ล່֪ᅢጅᆊईଁ֩ዂআ־ภב՛ףؠםไဃਂྞ֊Ւጉ୯׃

๒֥׀փֽ֘Փ  
ഌՒ14 ໖ଭຍבዿփ֞ᄖ၏൩֦֮Ւஸփຎถבዛ֘༳ଅ൩ჰ֭ถ

֪֮ैցՒׇ॒֭ࣙօ֩μm ֭ྙփჂྙ֭୯（ဃಗჂ）֪ࣤ֘Ւؠק

൩ᄖ၏֭ؕכؓ
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ժଞถऐի 

 ௗष֭ถୱ֭ጅ֮Ւኬ֧֘ஸ Sn ຎถ֭ GeSn ൩֪ࡴཙ֘६࿊בዛ֘

GaSb）بؗبחؕכ؟ס ）༳ଅ൩ৰᄜבዿփ֪֞ցֽ֘ՓGe ་֩६࿊ׇׁ

ዛ֘ב GaSb ଅ൩ৰᄜऀבད֧֖Ւ෯ຍᇋਂࡗཨႨശጫׇ֪֢֥ GaSb พචᅳኜב

ถ֖֞එ֦Ւዩ֭࿃փ GeSn ൩֭ଅ൩ஓ່Ⴥह֔֩փ࿃ࣽถྙ（ԁӺ℃）בಲ౮֘

ՒGe֖ු້ב（ถྙؠؘע״؉ם）༳ଅ൩ถྙՒৰᄜ֪६ธ֦֧֘֒ ཨ֭Ⴈᇓ

ିዽै֦ց Sn ຎถ（ዃ 1% ）֭ 50 ზ֪༥֘Ւઇ֥׀ஸփ Sn ຎถבಏ֢֞ GeSn
༳ଅ൩ჰ֭ຕลבಲଵֽ֖֖֞Փ 

 
GeSn ພבถྙ֚֔ऀད֧֖֥Ւ0.6095 nm ֭६࿊בಏ֣ GaSb(111) ৰᄜ

ཨ֭Ⴈശጫׇ֪֢֥ਂࡗശጫ։ֲׇ෯ຍᇋࢻዿփֽ֖֞Փँॺዽב GaSb ৰᄜ֭ᅳኜב

พචँଢ଼Ւྖஸཨ֪։փ֥Ւᇀע״؉ם՛（molecular beam epitaxy: MBE ）

ሓבዿփ֥Ւ็૱୴ 15 nm Ւ็૱ Sn ຎถ 50% ֭ Ge Sn ພבถྙֽ֖֚֔֞Փถྙಐ

֭ৰᄜࣽဗ֮ 70 ℃֪็࿊ֽ֖֖֞Փפ՛֪ؠװبװ၏ႚ֖֞ Sn ։ֲׇ Ge ମፍ֜ב

इႨ֖ՒGaSb֝ ৰᄜඑַඤཧՒู֦֧֘֒ՒGeSn ჰבถֽ֖֖֞Փ 
෨ 2 ֮ Ւ Ge Sn ພ ב  ู ଢ଼ Ւ ་ ਂ ཨ ֪ ಀ ፍ ב   ഞ ֖ ֥ Ւ X  ष ๆ （ X- ray 

diffraction : XRD ）ሓ㕳）ׇ֪֢֥໐࿊֔֞(a) GaSb 224 Bragg ᄗಽઝሧ֭ X 

षๆႏଭਲ਼६ؓ،（XRD two -dimensional reciprocal space map: 
XRD - 2DRSM ）։ֲׇ（㖕） GaSb111Bragg ᄗಽઝሧ֭ 2 θ- ω/ XRD ؠיז؊آ،

֦֘Փ෨ 2 (a) ֪։փ֥֮ՒGaSb ৰᄜ֪֘ࢀ੫փषๆම؉՛֭פඑऀ֪Ւ൚֔֩ष

ๆ؉՛פਊ໋֪ᇖֵዻ໐ֽ֔֘Փ෨ 2 (b) ֪։փׁ֥၍ዻ֪Ւಲଫ֊ၜ

֞ XRD ։փ֥ՒGaSb֪（ฬփಲ）ؠיז؊آ، ৰᄜ֭੫փषๆ֭௬֪ࢌ೮ৼ֪ᇖ

ֵೕփ؉՛פ໐ֽ֔֘ՓGeSn ჰ/GaSb ৰᄜஓ່ءؚ֥֖֧ؔؠؗב՛

ଵ֖֥փֽ֘Փ֒௺בפਊ໋֩؉՛֭֮֒（փಲ）ؠיז؊آ،षๆያ໐֔֊ب

ଅऐ֮ՒGaSb֭ ৰᄜඑ֪६ธ֖֞ Ge Sn ພ֭ؠؘע״؉םถྙבಘ௪֖֥փ

ֽ֘Փ 

 
෨ 2.  Ge 0.5 Sn 0.5 ჰ/GaSb ৰᄜಀፍ֊ၜ֞Ւ(a) GaSb 224 Bragg ᄗಽઝሧ֭ XRD -

2DRSM Ւ։ֲׇ（㖕）GaSb 111Bragg ᄗಽઝሧ֭ Ӽθ- ωӹԧԡԎ  Փؠיז؊آ،
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ఢล֖֪֞֔ GeSn/GaSb ಀፍ֪֖֥ྩइู֭ଢ଼Ⴈശጫ（post deposition 

annealing: PDA பփՒ२ಀፍཨ֪։ב（ Ge ։ֲׇ Sn
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ժถऐ֭ਟի 

ଅ൩ఔፍॺ֪֮ՒGe - Sn ૩֮൩૩֦ցՒGe ཨַ֭ Sn ֭Ⴈᇓିዽै 1%

࿘ဗ֧࿃փ֧֒֊Ւׇ Sn ຎถ֭ஸփಛዡ֩ຎถᄾ֦֭ GeSn ൩֭ถ֮ዴ֦֮

֩փ֧֒ཐ֥փֽ֘Փֽ֦֒
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෨ 4 . （a）ᆊਊ໋૩֧(b) ਊ໋૩֭ଅ൩ஓ່֭փבಘ֘ॗ෨Փ 

 

 

෨ 5 . ਊ໋૩ ZB ஓ່ถ֪֔֞ৼ֔ GeSn ൩֭ጵॗ෨Փ 

 

ௗषՒຕล֔ྖ֞ஸ Sn ຎถ GeSn ൩ჰ֮Ւഌ֪֩փஸփ Sn ຎถ֊ઇੵף

၌ဗࡤஸ׃יՒཨՔ॒ࣙᄇ୯ያມ֧֔֒ᄖ၏֧֖֥Ⴗ֭֘،ؘ

Փֽ֞Ւׁׁ֖ਊ໋૩֊֣࿊ᄾຎֽ֘ዿׁৼַ֭֔ࣤיဃൂ֭֨֩״ب؞

ถ֭ GeSn ൩בถ֦֯ՒIV ໖൩ᄖ၏֭ᆾಱऎॺՒଅ൩ఔፍॺ֪ශ֞֩

्ׁ֞֔ईႷตׁցֽ֘Փௗଢ଼֮Ւ֭֜ଅ൩ถሑሓ׃ଅ൩ஓ່֭ฑਙടב

॰ጵׁ֪֧֧֘Ւ֭֜ଅ൩ஓ່׃ဃՔ୯ဃᆾตׇ֭֩֨ඈ֩शነՒיఢลਙ

ട֭ஓཝ֧ዻ֩ࣤዿ्בኬ౪֖֥փֽ֘Փ 

 

ଞ֭ࡴᆪ֮Ւ႘ॺടවवՔऎॺଞᅉৰᄯଞ（B）ըᅋᇓ૩Ⅳ໖൩ჰ֭

ਊ໋/ ᆊਊ໋ஓ່ฑ֪ৰ֤֎بיبթ（㕲㕰㕲㕱㕲㕰㕲㕳Ⴉဗ）։ֲׇऎॺਙടව

ஓՔCREST ըੵؘף،Ⅳ໖൩ׇ֪॒ࡰᄇ୯ആูיթ（㕲㕰㕲㕱Ⴉဗ）

֭౫ׁ֦֧֭࣍பֽ֖֞Փ 

 

ժዿ๊ነի 

㕱) （GeSnؕכؓؠק ）൩：� 
Ge ֧ Sn ֕ց֢֞ଅ൩ՓྫྷඛՒඛࣽՔඛ֦࠽ Si ՒGe ՒSiGe ൩֧֩֨၍ዻ֭

ՓGeב֭ଅ൩ஓ່بؙؗי Ւ10%،ؘףبփੵׇׁ ࿘ဗࡒඑ֭

�Y0d�N(Ô�ã��
>&�²�–�Ö�Ô�å�» �º Si1-xGex�^�]>'
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https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1882-0786/ad9190
https://www.thers.ac.jp/

